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【はじめに】 近年、Cu(In,Ga)Se2(CIGS)に代わる太陽電池の光吸収層材料として Cu2SnS3(CTS), 

SnS, Cu2ZnSnS4などの材料が注目されている。CTS太陽電池は 3%程度の発電効率が報告されてい

るが、CIGS太陽電池と同様にCdS/CTSの pn接合を用いており[1,2]、n型半導体とのバンド不連続量

を検討したという報告は少ない。そこで我々は CTS太陽電池の高効率化に向けて、CTS と様々な n型

半導体との価電子帯不連続量を実験的に見積り、バンドアラインメントの検討を行った。 

【実験方法】 RFスパッタ法によりソーダライムガラス上に Cu-Snプレカーサを堆積し、硫化を行った[3]。

その後、得られた薄膜上にRFスパッタ法を用いて ZnO、CBD法を用いてCdS等の n型半導体を成長

した。各半導体のバンドギャップはそれぞれ吸収測定によって求めた。また、価電子帯不連続量は、光

電子収量分光法(PYS)を用いて得られた結果から求め

た。ただし、PYS測定による価電子帯不連続量(∆EV)の誤

差は±0.1eVである。 

【結果及び考察】 図 1(a)に得られたPYSスペクトルを示

す。価電子帯不連続量は、それぞれ CdS/CTS: EV = 

1.6eV、ZnO/CTS: EV = 1.7eV であると求められた。ま

た、図 1(b)に価電子帯不連続量と各半導体のバンドギャ

ップによって見積られた結果から描いたフラットバンド図を

示す。CdS/CTS は Type-II のヘテロ接合、ZnO/CTS は

Type-I のヘテロ接合であると考えられる。当日は、様々な

n型半導体とのバンドアライメントの検討結果を報告する。 
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図 1 CdS/CTS及び ZnO/CTSの 

(a)PYSスペクトルと(b)フラットバンド図 
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